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車載用SiC MOSFETチップの歴史と今後

・最先端のプレーナ・トレンチ・SBD内蔵技術を保有、各アプリケーションに最適な製品ポートフォリオを展開してきました。
・SiCウエハの大口径化、トレンチゲート技術をさらに進化させ、高品質・低損失製品を投入を予定しています。
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